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(54) 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지, 그를 적층한 적층 패키지및 그 제조 방법

요약

본 발명은 외부기기의 인쇄회로기판에 대한 양호한 솔더 접합성을 확보하고, 반도체 칩의 두께를 최소화하면서 패키

지의 강도를 유지할 수 있는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지, 그를 적층한 적층 패키지 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 

즉, 웨이퍼의 두께를 박형화하기 위해서 웨이퍼의 배면을 연마하고, 웨이퍼의 박형화에 따른 강도 보강과 반도체 칩의

칩 패드와의 접합 또는 재배치를 위한 배선기판을 반도체 칩의 배면에 부착하고, 반도체 칩의 칩 패드를 관통하여 형

성된 비아에 충전된 플러그를 통하여 반도체 칩의 칩 패드와 배선기판이 전기적으로 연결된 웨이퍼 레벨 칩 스케일 

패키지, 그를 3차원으로 적층한 적층 패키지 및 그 제조 방법을 제공한다. 이때 칩 스케일 패키지들 사이의 적층은 상

대적으로 아래쪽에 위치하는 칩 스케일 패키지의 상부면의 플러그에 상대적으로 위쪽에 위치하는 칩 스케일 패키지

의 배선기판이 접합되어 3차원으로 적층된다. 그리고 박형화된 반도체 칩의 칩 패드에 형성된 비아에 플러그가 충전

되기 때문에, 플러그 내의 보이드 발생을 억제할 수 있는 장점도 있다.

대표도

도 4

색인어

웨이퍼, 배선기판, 비아, 플러그, 박형

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래기술에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지를 보여주는 평면도이다.
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도 2는 도 1의 2-2선 단면도이다.

도 3은 종래기술에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지 4개가 적층된 적층 패키지를 보여주는 단면도이다.

도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지를 보여주는 단면도이다.

도 5 내지 도 16은 제 1 실시예에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지의 제조 방법에 따른 각 단계들을 보여주는 도면

들로서,

도 5는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지 제조에 사용되는 반도체 웨이퍼의 개략적인 평면

도이고,

도 6은 도 5의 웨이퍼에 제조가 완료된 반도체 칩의 일부분을 확대하여 보여주는 평면도이고,

도 7은 도 6의 7-7선 단면도이고,

도 8은 본 발명에 따른 칩 스케일 패키지 제조에 사용되는 배선기판 원판의 개략적인 평면도이고,

도 9는 도 8의 배선기판의 일부분을 확대하여 보여주는 평면도이고,

도 10은 도 9의 10-10선 단면도로서, 배선기판에 금속 범프가 형성된 상태를 보여주는 단면도이고,

도 11은 반도체 소자의 칩 패드에 소정의 깊이로 비아를 형성하는 단계를 보여주는 단면도이고,

도 12a 내지 도 12e는 비아에 절연막을 형성하는 단계를 보여주는 단면도이고,

도 13은 비아가 개방되도록 웨이퍼의 배면을 연마하는 단계를 보여주는 단면도들이고,

도 14는 배선기판 원판에 웨이퍼를 부착하는 단계를 보여주는 단면도이고,

도 15는 연결 범프를 형성하는 단계를 보여주는 단면도이고,

도 16은 개별 칩 스케일 패키지로 분리하는 단계를 보여주는 단면도이다.

도 17은 제 1 실시예에 따른 칩 스케일 패키지 4개를 적층하여 형성한 본 발명의 제 1 실시예에 따른 적층 패키지를 

보여주는 단면도이다.

도 18은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지를 보여주는 단면도이다.

도 19 내지 도 21은 제 2 실시예에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지의 제조 방법에 따른 각 단계들을 보여주는 도

면들로서,

도 19는 도 15에 따른 연결 범프를 형성한 이후에 수지 봉합부를 형성하는 단계를 보여주는 단면도이고,

도 20은 배선기판에 접속 범프를 형성하는 단계를 보여주는 단면도이고,

도 21은 개별 칩 스케일 패키지로 분리하는 단계를 보여주는 단면도이다.

도 22는 제 2 실시예에 따른 칩 스케일 패키지와 제 1 실시예에 따른 칩 스케일 패키지 3개가 적층된 본 발명의 제 2 

실시예에 따른 적층 패키지를 보여주는 단면도이다.

도 23은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지를 보여주는 단면도이다.

도 24는 제 3 실시예에 따른 칩 스케일 패키지 4개를 적층하여 형성한 본 발명의 제 3 실시예에 따른 적층 패키지를 

보여주는 단면도이다.

도 25는 본 발명의 제 4 실시예에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지를 보여주는 단면도이다.
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도 26은 제 4 실시예에 따른 칩 스케일 패키지와 제 3 실시예에 따른 칩 스케일 패키지 3개가 적층된 본 발명의 제 4 

실시예에 따른 적층 패키지를 보여주는 단면도이다.

도 27은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지를 보여주는 단면도이다.

도 28은 제 5 실시예에 따른 칩 스케일 패키지 4개를 적층하여 형성한 본 발명의 제 5 실시예에 따른 적층 패키지를 

보여주는 단면도이다.

도 29는 본 발명의 제 6 실시예에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지를 보여주는 단면도이다.

도 30은 제 6 실시예에 따른 칩 스케일 패키지와 제 5 실시예에 따른 칩 스케일 패키지 3개가 적층된 본 발명의 제 6 

실시예에 따른 적층 패키지를 보여주는 단면도이다.

도 31은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 적층 패키지 4개가 재배선기판에 적층된 본 발명의 제 7 실시예에 따른 적층 

패키지를 보여주는 단면도이다.

* 도면의 주요 부분에 대한 설명 *

30, 130 : 웨이퍼 31, 131, 231 : 칩 패드

32 : 실리콘 기판 33 : 불활성층

34, 134, 234, 334, 434, 534 : 반도체 칩

36 : 칩 절단 영역 37, 237 : 비아

38 : 절연막 40, 140 : 배선기판 원판

42, 642 : 기판 몸체

44, 144, 244, 344, 444, 544 : 배선기판

45, 245, 445, 645 : 기판 패드 46, 146 : 기판 절단 영역

47, 147, 247, 347, 447, 547, 647 : 접속 패드

50, 150, 250, 350, 450, 550, 650 : 플러그

52, 152 : 금속 범프 54, 154 : 연결 범프

72, 172, 272 : 절연 접착제 76 : 연마기

80, 180, 280 : 칩 스케일 패키지

60, 160, 260, 360, 460, 560, 660 : 접속 범프

90, 190, 290, 390, 490, 590, 690 : 적층 패키지

174, 374, 574 : 수지 봉합부 178 : 절단기

452 : 이방성 전도 필름 644 : 재배선기판

발명의 상세한 설명

발명의 목적
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발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반도체 패키지 및 그 제조 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 웨이퍼에 배선기판을 부착하여 제조된 웨

이퍼 레벨 칩 스케일 패키지, 그를 적층한 적층 패키지 및 그 제조 방법에 관한 것이다.

오늘날 전자산업의 추세는 경량화, 소형화, 고속화, 다기능화, 고성능화되고 높은 신뢰성을 갖는 제품을 저렴하게 제

조하는 것이다. 이와 같은 제품 설계의 목표 달성을 가능하게 하는 중요한 기술 중의 하나가 바로 패키지 조립 기술이

다. 칩 스케일 패키지(또는 칩 사이즈 패키지)는 근간에 개발되어 제안되고 있는 새로운 패키지 유형으로서, 전형적인

플라스틱 패키지에 비하여 많은 장점들을 가지고 있다. 칩 스케일 패키지의 가장 큰 장점은 바로 패키지의 크기이다. 

JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council), EIAJ(Electronic Industry Association of Japan)와 같은 국

제 반도체 협회의 정의에 따르면, 칩 스케일 패키지는 칩 크기의 1.2배 이내의 패키지 크기를 가진다.

칩 스케일 패키지는 디지털 캠코더, 휴대 전화기, 노트북 컴퓨터, 메모리 카드 등과 같이 소형화, 이동성이 요구되는 

제품들에 주로 사용되며, DSP(digital signal processor), ASIC(application specific integrated circuit), 마이크로 

컨트롤러(micro controller) 등과 같은 반도체 소자들이 칩 스케일 패키지 안에 실장된다. 또한, DRAM(dynamic ran

dom access memory), 플래쉬 메모리(flash memory) 등과 같은 메모리 소자를 실장한 칩 스케일 패키지의 사용도 

점점 확산 일로에 있다. 현재는 전 세계적으로 약 50개 이상의 각종 칩 스케일 패키지들이 개발되거나 생산되고 있는 

실정이다.

그러나, 칩 스케일 패키지가 크기 면에서 절대적인 이점을 가지고 있는 반면, 아직까지는 기존의 플라스틱 패키지에 

비하여 여러모로 단점들을 안고 있는 것도 사실이다. 그 중의 하나는 신뢰성의 확보가 어렵다는 점이며, 다른 하나는 

칩 스케일 패키지의 제조에 추가로 투입되는 제조 설비 및 소요되는 원부자재가 많고 제조 단가가 높아 가격 경쟁력

이 떨어진다는 점이다.

이와 같은 문제점을 해결할 수 있는 방안으로 웨이퍼 레벨(wafer level)에서의 칩 스케일 패키지가 대두되고 있다. 즉

, 통상적인 웨이퍼 제조 공정을 통하여 반도체 웨이퍼(semiconductor wafer)가 제조되면 웨이퍼로부터 개별 칩을 분

리하여 패키지 조립 공정을 거치게 된다. 패키지 조립 공정은 웨이퍼 제조 공정과는 다른 설비와 원부자재를 필요로 

하는 전혀 별개의 공정이지만, 웨이퍼 레벨에서, 즉 웨이퍼로부터 개별 칩을 분리하지 않은 상태에서 완전한 제품으

로서의 패키지를 제조할 수 있다. 그리고 패키지를 제조하는데 사용되는 제조 설비나 제조 공정에 기존 웨이퍼 제조 

설비, 공정들을 그대로 이용할 수 있다. 이는 패키지를 제조하기 위하여 추가로 소요되는 원부자재를 최소활 수 있음

을 의미하기도 한다.

도 1은 종래기술에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지(20)를 보여주는 평면도이다. 도 2는 도 1의 2-2선 단면도이다

. 한편 도 1에서는 솔더 볼(28)이 형성된 볼 패드(23)를 도시하기 위하여 솔더 볼의 도시를 생략하였다.

도 1 및 도 2를 참조하면, 칩 스케일 패키지(20)는 웨이퍼 레벨에서 제조되는 패키지로서, 실리콘 기판(12; silicon su

bstrate)의 상부면의 가장자리 둘레에 형성된 복수개의 칩 패드(11; chip pad)를 갖는 반도체 칩(14; semiconductor 

chip)과, 칩 패드(11)의 재배열을 위하여 실리콘 기판(12)의 중심 부분에 형성된 금속 배선층(21; metal trace layer)

및 금속 배선층(21)의 말단에 형성된 볼 패드(23; ball pad)에 솔더 볼(28; solder ball)이 형성된 구조를 갖는다.

반도체 칩(14)은, 실리콘 기판(12)의 상부면에 집적회로와 전기적으로 연결된 복수개의 칩 패드(11)와, 실리콘 기판(

12)의 내부의 집적회로들과 칩 패드(11)들을 보호하기 위한 불활성층(13; passivation layer)으로 구성된다. 칩 패드

(11)는 보통 알루미늄(Al)으로 되어 있으며, 불활성층(13)은 산화막, 질화막 또는 그 조합으로 되어 있다.

불활성층(13) 위에 금속 배선층(21)을 형성하기 위해서, 불활성층(13) 위에 칩 패드(11)가 노출되도록 절연층(22; di

electric layer; 이하 제 1 절연층이라 한다)이 소정의 두께로 형성된다. 예컨대 제 1 절연층(22)은 폴리이미드(polyi

mide)층이다.

금속 배선층(21)이 칩 패드(11)와 연결되어 제 1 절연층(22) 상에 형성되며, 실리콘 기판(12)의 중심 방향으로 형성

된다. 금속 배선층(21)의 말단에 소정의 크기의 솔더 볼(28)이 형성될 수 있는 원형의 볼 패드(23)를 한정한다.

다시 절연층(24; 이하 제 2 절연층이라 한다)이 볼 패드(23)를 제외한 실리콘 기판(12)의 전면에 소정의 두께로 형성

된다. 즉 제 2 절연층(24)은 볼 패드(23)를 제외한 금속 배선층(21)과 앞서 형성된 불활성층(13)과 제 1 절연층(22)을

모두 덮게 된다.

그리고 볼 패드(23)에 구형의 솔더 볼(28)을 올려놓은 후, 열을 이용한 리플로우 솔더 공정을 통해 솔더 볼(28)을 볼 

패드(23)에 접합된다. 물론 금속 배선층(21)이 형성되는 칩 패드(11)와 제 1 절연층(22) 상에는 금속 기저층(25)이 

형성되어 있다.
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그런데, 웨이퍼 레벨에서 제조된 종래 기술에 따른 칩 스케일 패키지(20)는 솔더 접합성이 떨어지는 문제점을 안고 

있다. 솔더 접합성이 떨어지는 이유는, 칩 스케일 패키지를 구성하는 반도체 칩과, 칩 스케일 패키지가 솔더 볼을 매개

로 접합되는 외부기기의 인쇄회로기판 사이의 열팽창계수의 차이에 기인한다. 즉, 칩 스케일 패키지가 인쇄회로기판

에 실장된 상태에서 외부기기의 사용시 발생되는 열에 의한 변형이 칩 스케일 패키지에 비해서 인쇄회로기판에서 더 

크게 발생되기 때문에, 인쇄회로기판의 열 변형에 따른 팽창과 수축하는 과정에서 칩 스케일 패키지와 인쇄회로기판

을 매개하는 솔더 볼에 스트레스가 가중되어 솔더 접합성이 떨어지게 된다.

또한 상기와 같은 종래의 웨이퍼 레벨에서 제조된 칩 스케일 패키지들은 반도체 칩의 활성면에 솔더 볼이 형성된 구

조를 갖기 때문에, 칩 스케일 패키지들을 적층하여 적층 패키지로 바로 구현할 수 없었다.

물론 웨이퍼 레벨에서 제조된 다른 구조의 종래의 칩 스케일 패키지들을 3차원으로 적층한 적층 패키지에 대해서 대

한민국공개특허공보 제6877호(2001.01.26)에 개시되어 있다. 즉, 도 3에 도시된 바와 같이, 적층 패키지(10)는 웨이

퍼 레벨에서 제조된 칩 스케일 패키지(1) 4개를 적층하여 구현하게 된다. 이때 칩 스케일 패키지(10)는 웨이퍼 상태의

반도체 칩의 칩 패드에 비아를 형성하고, 비아를 배선 플러그(2)로 충전시킨 다음 웨이퍼 절단 공정을 통하여 개별 칩

스케일 패키지(1)로 분리된다. 적층시 마주보는 칩 스케일 패키지의 배선 플러그(2)에 볼 범프(3)를 개재하여 적층한

다. 그리고 적층 패키지(10)의 최하부의 칩스케일 패키지(1a)에 형성된 볼 범프(3a)가 외부접속단자로 사용된다.

그런데 적층 패키지용 칩 스케일 패키지(10)는 종래의 칩 스케일 패키지와 동일하게 반도체 칩에 바로 볼 범프(3)가 

형성된 구조를 갖기 때문에, 외부기기의 인쇄회로기판(4)의 랜드 패턴(5)에 대한 솔더 접합성이 떨어지는 문제점을 

그대로 안고 있다.

더불어 적층 패키지의 두께를 박형화하기 위해서 반도체 칩의 두께를 얇게 형성할 경우, 비아의 형성은 용이한 반면

에 칩 스케일 패키지의 강도가 떨어지는 문제점을 안고 있다.

따라서 칩 스케일 패키지의 강도를 유지할 수 정도로 예컨대, 약 200㎛ 두께 로 반도체 칩의 두께를 가져가야 하는데,

이 경우 비아를 형성하기가 쉽지 않다. 또한 비아를 형성하였다 하여도, 반도체 칩의 두께에 대응되게 비아가 깊어지

기 때문에, 배선 플러그 형성시 배선 플러그 성분의 충진이 충분히 이루어지지 않아 비아 내에 보이드가 존재할 확률

이 높다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 제 1 목적은 외부기기의 인쇄회로기판에 대한 양호한 솔더 접합성을 확보할 수 있도록 하는 데 있

다.

본 발명의 제 2 목적은 반도체 칩의 두께를 최소화하면서 칩 스케일 패키지의 강도를 유지할 수 있도록 하는 데 있다.

본 발명의 제 3 목적은 반도체 칩의 칩 패드에 형성된 비아에 충전되는 플러그 내의 보이드 발생을 억제하는 데 있다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지로서, 다수개의 칩 패드가 형성되는 활성면과,

상기 활성면에 반대되는 배면을 갖는 반도체 칩으로, 상기 칩 패드를 관통하여 비아가 형성되고, 상기 비아의 내측면

에 절연막이 형성된 반도체 칩과; 상기 비아의 내부에 충전되어 상기 칩 패드와 전기적으로 연결하는 플러그와; 상기 

반도체 칩의 배면에 접합되는 배선기판으로, 상부면에 상기 반도체 칩의 배면으로 노출된 상기 플러그와 전기적으로 

연결되는 기판 패드가 형성되고, 상기 상부면에 반대되는 하부면에 상기 기판 패드와 전기적으로 연결된 접속 패드가

형성된 배선기판;을 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지를 제공한다.

본 발명에 따른 플러그는, 기판 패드의 상부면에 소정의 높이로 형성되며, 반도체 칩의 배면을 통하여 반도체 칩의 비

아에 삽입되는 금속 범프와, 반도체 칩의 활성면을 통하여 비아에 충전되어 칩 패드와 금속 범프를 전기적으로 연결

하는 연결 범프를 포함한다.

본 발명에 따른 배선기판으로, 반도체 칩의 비아에 대응되게 접속 구멍이 형성된 절연성의 기판 몸체와, 반도체 칩의 

배면과 마주보는 기판 몸체의 상부면에 형성된 배선 패턴으로, 접속 구멍을 덮는 기판 패드를 갖는 배선 패턴을 포함

하며, 기판 몸체의 하부면의 접속 구멍으로 노출된 기판 패드의 면이 접속 패드로 사용하는 배선기판이 사용될 수 있

다.
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또는 본 발명에 따른 배선기판으로, 상부면과, 상기 상부면에 반대되는 하부면을 갖는 절연성의 기판 몸체와, 기판 몸

체에 형성된 적어도 두 층 이상의 배선 패턴으로, 반도체 칩의 배면과 마주보는 기판 몸체의 상부면에 형성되며 비아

에 대응되게 형성된 기판 패드를 갖는 상부 배선 패턴과, 기판 몸체의 하부면에 형성되며 기판 패드와 전기적으로 연

결된 접속 패드를 갖는 하부 배선 패턴을 갖는 배선 패턴을 포함하는 배선기판이 사용될 수 있다.

본 발명에 따른 칩 스케일 패키지는 연결 범프를 포함한 반도체 칩의 활성면을 보호하기 위하여 형성된 수지 봉합부

를 더 포함할 수 있다.

본 발명에 따른 칩 스케일 패키지는 접속 패드에 형성된 외부접속단자용 접속 범프를 더 포함할 수 있다.

그리고 본 발명에 따른 칩 스케일 패키지들을 적층할 수 있도록, 접속 패드의 위치는 상기 칩 패드의 위치와 동일한 

위치에 형성할 수 있다.

본 발명은 전술된 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지의 제조 방법을 제공한다. 즉, (a) 활성면과, 상기 활성면에 반대되는 

배면을 가지며, 상기 활성면에 다수개의 칩 패드가 형성된 반도체 칩들과, 상기 반도체 칩들을 구분하는 웨이퍼 절단 

영역이 형성된 웨이퍼와, 웨이퍼에 대응되는 원판 형태로, 상기 웨이퍼에 형성된 반도체 칩에 대응되는 배선기판과, 

상기 배선기판을 구분하는 기판 절단 영역이 형성된 배선기판 원판으로, 상기 배선기판에는 상부면에 상기 반도체 칩

의 칩 패드에 형성될 비아에 대응되게 기판 패드에 소정의 높이로 금속 범프가 형성되어 있고, 상기 상부면에 반대되

는 하부면에 상기 금속 범프와 전기적으로 연결된 접속 패드가 형성된 배선기판 원판을 준비하는 단계와; (b) 상기 칩

패드에 소정의 깊이로 비아를 형성하는 단계와; (c) 상기 비아의 내벽에 절연막을 형성하는 단계와; (d) 상기 웨이퍼

의 배면을 연마하여 상기 비아를 상기 웨이퍼의 배면쪽으로 노출시키는 단계와; (e) 상기 배선기판 원판의 상부면에 

절연성 접착제를 개재하여 상기 배선기판의 금속 범프가 상기 반도체 칩의 배면을 통하여 상기 반도체 칩의 비아에 

삽입되게 상기 반도체 칩의 배면을 상기 배선기판 원판의 상부면에 접착하는 단계와; (f) 상기 웨이퍼의 활성면을 통

하여 상기 비아에 충전되어 상기 비아에 삽입된 금속 범프와 상기 칩 패드를 전기적으로 연결하는 연결 범프를 형성

하는 단계와; (g) 상기 웨이퍼가 접합된 상기 배선기판 원판을 절단하여 개별 칩 스케일 패키지로 분리하는 단계;를 

포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패 키지의 제조 방법을 제공한다.

본 발명은 전술된 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지를 적층한 적층 패키지를 제공한다. 즉, 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키

지들이 적어도 2개 이상 적층된 적층 패키지로서, 상대적으로 아래에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 연결 범프에 

상대적으로 위에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 접속 패드가 접합되어 적층되고, 최하부에 위치하는 상기 칩 스

케일 패키지의 접속 패드에 외부접속단자용 접속 범프가 형성된 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지가

적층된 적층 패키지를 제공한다. 최상부에 위치하는 칩 스케일 패키지로서 활성면이 수지 봉합부로 봉합된 칩 스케일

패키지를 사용할 수 있다.

본 발명은 또한, 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지들이 적어도 2개 이상 재배선기판에 적층된 적층 패키지로서, 상대적으

로 아래에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 접속 패드에 상대적으로 위에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 연결 

범프가 접합되어 적층되고, 상기 재배선기판 위에 최하부에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 연결 범프가 접합되고,

상기 재배선기판의 하부면에 외부접속단자용 접속 범프가 형성된 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지

가 적층된 적층 패키지를 제공한다.

본 발명에 따른 재배선 기판은, 상부면에 형성되며, 최하부에 위치하는 칩 스케일 패키지의 연결 범프가 접합되는 기

판 패드와, 상부면에 반대되는 하부면에 형성되어 기판 패드와 전기적으로 연결되어 적층된 칩 스케일 패키지들의 칩

패드를 재배치하며, 접속 범프가 접합되는 접속 패드를 포함한다.

그리고 본 발명은 적층 패키지의 제조 방법도 제공한다. 즉, 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지들을 적어도 2개 이상 적층

한 적층 패키지의 제조 방법으로, 상대적으로 아래에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 연결 범프에 상대적으로 위에

위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 접속 패드를 접합하여 적층하는 단계와; 최하부에 위치하는 상기 칩 스케일 패키

지의 접속 패드에 외부접속단자용 접속 범프를 형성하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케

일 패키지가 적층된 적층 패키지의 제조 방법을 제공한다.

이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다.

도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지(80)를 보여주는 단면도이다. 도 4를 참조하면, 

제 1 실시예에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지(80; 이하, 칩 스케일 패키지라 한다)는 배면 연마 공정을 통하여 박

형화된 반도체 칩(34)의 배면(39)에 배선기판(44)이 접합되고, 반도체 칩의 칩 패드(31)를 관통하여 형성된 비아(37)

에 충전된 플러그(50)를 통하여 칩 패드(31)와 배선기판(44)이 전기적으로 연결된 구조를 갖는다. 그리고 반도체 칩

의 활성면(35)으로 노출된 플러그(50)는 적층 패키지 구현시 다른 칩 스케일 패키지가 접속될 수 있는 연결 단자로서

의 역할도 담당한다.
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반도체 칩(34)은 실리콘 기판(32)에 집적회로가 형성된 반도체 소자로서, 다수개의 칩 패드(31)가 형성된 활성면(35)

과, 활성면(35)에 반대되는 배면(39)을 갖는다. 칩 패드(31)를 관통하여 비아(37)가 형성되고, 비아(37)의 내측면에 

절연막(38)이 형성되어 있다. 플러그(50)는 비아(37)의 내부에 충전되어 반도체 칩의 칩 패드(31)와 전기적으로 연결

되며, 반도체 칩의 배면(39)을 통하여 배선기판(44)과 전기적으로 연결된다. 그리고 배선기판(44)은 상부면(41)에 반

도체 칩의 배면(39)으로 노출된 플러그(50)와 전기적으로 연결되는 기판 패드(45)가 형성되어 있고, 상부면(41)에 반

대되는 하부면(43)에 기판 패드(45)와 전기적으로 연결된 접속 패드(47)가 한정되어 있다. 즉, 반도체 칩의 배면(39) 

연마를 통하여 반도체 칩(34)의 박형화를 이루고, 반도체 칩(34)의 박형화에 따른 칩 스케일 패키지(80)의 강도 약화

는 반도체 칩의 배면(39)에 배선기판(44)을 부착함으로써 칩 스케일 패키지(80)의 강도를 보강할 수 있다. 더불어 칩 

스케일 패키지를 독립적으로 사용하고자 할 경우, 배선기판(44)의 접속 패드(47)에 외부접속단자를 형성함으로써, 외

부기기의 인쇄회로기판에 대한 양호한 솔더 접합성을 확보할 수도 있다.

좀 더 상세히 설명하면, 반도체 칩(34)은 활성면(35)의 가장자리 둘레에 다수개의 칩 패드(31)가 형성된 에지형(edge

type) 반도체 칩으로서, 칩 패드(31)의 가장자리를 포함한 활성면(35)은 불활성층(33)으로 보호된다. 그리고 칩 패드

(31) 영역 안에 비아(37)가 형성된다. 예컨대, 칩 패드의 크기가 100㎛×100㎛(가로×세로)인 경우, 중심 부분에 직경

이 약 60㎛ 정도의 비아를 형성할 수 있다. 물론 칩 패드의 크기에 따라서 형성할 수 있는 비아의 크기 또한 변하며, 

칩 패드의 크기에 따라서 칩 패드의 영역의 벗어나지 않는 범위에서 적절하게 비아를 형성할 수 있다.

플러그(50)는 기판 패드(45)의 상부면에 소정의 높이로 형성되며, 반도체 칩 의 배면(39)을 통하여 반도체 칩의 비아(

37)에 삽입되는 금속 범프(52)와, 반도체 칩의 활성면(35)을 통하여 비아(37)에 충전되어 칩 패드(31)와 금속 범프(5

2)를 전기적으로 연결하는 연결 범프(54)를 포함한다. 금속 범프(52)는 연결 범프(54) 내부에 위치할 수 있는 높이로 

형성하면 된다. 따라서 본 발명의 제 1 실시예에서는 반도체 칩의 활성면(35)에 근접하게 형성된 예를 개시하였지만, 

연결 범프(54)의 외벽을 벗어나지 않는 범위에서 반도체 칩의 활성면(35)보다 높게 형성할 수도 있다. 물론 금속 범프

(52)를 반도체 칩의 활성면(35)보다 낮게 형성할 수도 있다. 비아(37)에 삽입되는 금속 범프(52) 부분이 비아의 내측

면의 절연막(38)을 손상하여 절연막(38) 내측의 실리콘 기판(32)과의 전기적 쇼트 발생을 방지하기 위해서, 비아(37)

에 삽입되는 금속 범프(52) 부분은 비아(37) 내측면의 절연막(38)에서 이격되게 정렬 삽입하는 것이 바람직하다. 비

아(37)에 삽입된 금속 범프(52) 사이의 공간으로 연결 범프(54)의 성분들이 잘 충진될 수 있도록, 금속 범프(52)는 기

판 패드(45)에서 상부로 올라갈수록 작아지는 기둥(stud) 형상을 갖도록 형성하는 것이 바람직하다. 그리고 연결 범

프(54)는 다른 칩 스케일 패키지의 접속 패드에 접합될 수 있도록 반구형으로 형성하는 것이 바람직하다.

배선기판(44)은 반도체 칩의 비아(37)에 대응되게 접속 구멍(49)이 형성된 절연성의 기판 몸체(42)와, 반도체 칩의 

배면(39)과 마주보는 기판 몸체의 상부면(41)에 형성되는 배선 패턴으로, 접속 구멍(49)을 덮는 기판 패드(45)를 포

함하는 배선 패턴을 포함하며, 기판 몸체의 하부면(43)의 접속 구멍(49)으로 노출된 기판 패드(45)의 면이 접속 패드(

47)로 사용된다. 배선기판(44)으로는 테이프 배선기판 또는 인쇄회로기판 등이 사용될 수 있다.

이때 접속 패드(47) 위치는 제 1 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(80)들을 3차원으로 적층할 수 있도록, 칩 스케일 패

키지의 칩 패드(31)와 동일한 위치에 형성하였다. 하지만 칩 스케일 패키지를 독립적으로 사용하고자 할 경우, 배선기

판의 접속 패드는 반도체 칩의 칩 패드를 재배치할 수 있도록 형성되며, 그 접속 패드에 외부접속단자가 형성된다.

한편 제 1 실시예에서는 기판 몸체의 상부면(41)에 한 층의 배선패턴이 형성된 예를 개시하였지만, 기판 몸체(42)에 

두 층 이상의 배선패턴이 형성된 배선기판을 사용할 수도 있다. 예컨대, 배선기판은 기판 몸체와, 기판 몸체의 상부면

과 하부면에 형성된 배선 패턴을 포함한다. 배선 패턴은 반도체 칩의 배면과 마주보는 기판 몸체의 상부면에 형성되며

비아에 대응되게 형성된 기판 패드를 갖는 상부 배선 패턴과, 기판 몸체의 하부면에 형성되며 기판 패드와 전기적으

로 연결된 접속 패드를 갖는 하부 배선 패턴을 포함하며, 상부 배선 패턴과 하부 배선 패턴은 기판 몸체를 관통하여 

형성된 신호용 비아를 통하여 전기적으로 연결된다.

그리고 절연성 접착제(72)를 개재하여 반도체 칩의 배면(39)과 배선기판의 상부면(41)을 접착한다. 절연성 접착제(7

2)로는 에폭시 계열의 절연성 접착제 또는 접착 시트와, 실리콘 계열의 절연성 접착제 또는 접착 시트가 사용될 수 있

다.

이와 같은 구조를 갖는 제 1 실시예에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지의 제조 방법을 도 5 내지 도 16에 도시되어

있다. 도 5 내지 도 16을 참조하여 제 1 실시예에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지의 제조 방법을 설명하겠다. 한

편, 도면을 통틀어 동일한 도면 부호는 동일한 구성 요소를 나타낸다.

본 실시예의 제조 공정은 웨이퍼(30)와 배선기판 원판(40)의 준비 단계로부터 출발한다. 먼저 도 5에 도시된 바와 같

이, 실리콘 소재의 실리콘 기판(32)에는 일반적으로 웨이퍼 제조 공정을 통해 소정의 집적회로들이 형성된다. 실리콘 

기판(32)에 집적된 회로들이 복수개의 반도체 칩(34)을 구성하고, 이웃하는 반도체 칩(34)들은 칩 절단 영역(36; scri

be line)에 의해 구분된다. 한편 반도체 칩(34)을 이루는 집적회로가 본 발명을 이해하는데 반드시 필요한 것은 아니

기 때문에, 집적회로는 본 명세서 및 도면에 개시하지 않았다. 그리고 도 6부터 도 16까지의 도면은 칩 스케일 패키지
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로 제조될 반도체 칩(34)의 극히 일부를 나타낸 것에 불과하다.

도 6 및 도 7에 도시된 바와 같이, 반도체 칩(34)은 실리콘 기판(32) 상부면에 집적회로와 전기적으로 연결된 칩 패드

(31)를 포함한다. 또한 불활성층(33)이 실리콘 기판(32) 상부면과 칩 패드(31) 가장자리를 뒤덮고 있어서, 실리콘 기

판(32) 내부의 집적회로들을 외부환경으로부터 보호한다. 칩 패드(31)는 보통 알루미늄(Al)으로 되어 있으며, 볼활성

층(33)은 산화막, 질화막 또는 그 조합으로 되어 있다. 그리고 칩 패드(31)들은 칩 절단 영역(36)에 근접한 반도체 칩(

34)의 가장자리에 열을 지어 형성된다. 그러나 칩 패드(31)의 위치가 반드시 반도체 칩(34)의 가장자리에 한정되는 

것은 아니다.

도 8 내지 도 10에 도시된 바와 같이, 웨이퍼에 대응되는 원판 형태의 기판 몸체(42)에 배선 패턴이 형성된 배선기판 

원판(40)을 준비한다. 배선기판 원판(40)은 웨이퍼에 형성된 반도체 칩에 대응되는 배선기판(44)들과, 배선기판(44)

을 구분하는 기판 절단 영역(46)이 형성된다. 이때 기판 절단 영역(46)은 칩 절단 영역과 동일한 위치에 형성되며, 배

선기판 원판의 하부면(43)에 형성될 수 있다. 배선기판(44)은 기판 몸체의 상부면(41)에 반도체 칩의 칩 패드에 형성

될 비아에 대응되게 형성된 기판 패드(45)에 소정의 높이로 금속 범프(52)가 형성되어 있고, 기판 몸체의 하부면(43)

에 금속 범프(52)와 전기적으로 연결된 접속 패드(47)와 기판 절단 영역(46)이 형성되어 있다. 예컨대 배선기판(44)

은 접속 구멍(49)이 형성된 절연성의 기판 몸체(42)와, 반도체 칩의 배면과 마주보는 기판 몸체의 상부면(41)에 형성

되는 구리 소재의 배선 패턴으로, 접속 구멍(49)을 덮는 기판 패드(45)를 포함하는 배선 패턴을 포함하며, 기판 몸체

의 하부면(43)의 접속 구멍(49)으로 노출된 기판 패드(45)의 면이 접속 패드(47)로 사용된다. 배선기판 원판(40)으로

는 테이프 배선기판 또는 인쇄회로기판 등이 사용될 수 있다.

금속 범프(52)는 배선기판의 상부면(41)에 소정의 두께를 갖는 금속판을 접합한 다음 식각을 통하여 기판 패드(45) 

위에만 기둥(stud) 형상으로 형성한다. 금속 범프(52)로는 구리 소재를 사용하는 것이 바람직하며, 그외 전기 도전성

이 양호한 금속을 사용할 수도 있다.

그리고 배선기판 원판(40)에서 외부로 노출되는 부분 즉, 기판 패드(45), 금속 범프(52) 및 접속 패드(47)에는 금(Au)

, 니켈/금(Ni/Au)의 도금층이 형성되어 있다.

다음으로 도 11에 도시된 바와 같이, 반도체 칩(34)에 비아(37)를 형성하는 단계가 진행된다. 즉, 반도체 칩의 칩 패

드(31)의 상부면에서 소정의 깊이로 비아(37)를 형성한다. 비아(37)는 칩 패드(31) 영역 안에 형성되며, 웨이퍼 배면(

39) 연마 공정에 의해 웨이퍼 배면(39)을 통하여 비아(37)가 노출될 수 있는 깊이로 형성한다. 비아(37)를 형성하는 

방법으로 레이져 드릴링 방법, 습식 식각 방법 또는 건식 식각 방법 중에서 선택하여 사용할 수 있다.

후공정으로 웨이퍼 배면(39)에 배선기판 원판(40)을 부착하는 공정을 진행하기 때문에, 웨이퍼 배면(39) 연마 공정에

서 웨이퍼(30)를 더욱 얇게 연마할 것이므로 비아(37)를 종래에 비하여 깊게 형성하지 않아도 된다.

다음으로 도 12a 내지 도 12e에 도시된 바와 같이, 비아(37)의 내벽에 절연막(38)을 형성하는 단계가 진행된다. 즉, 

절연막(38)은 비아(37)에 충전될 플러그와 비아(37) 내벽 사이의 접촉에 따른 전기적 쇼트 발생을 방지한다.

절연막(38)은 적어도 비아(37)의 내벽 즉, 비아(37) 내에 노출된 실리콘 기판(32) 측벽에 형성되는 것이 바람직하며, 

비아(37) 내에 노출된 실리콘 기판(32) 바닥에는 형성되지 않을 수도 있다. 이는 실리콘 기판(32) 바닥의 경우 이후 

공정에서 연마되어 제거되고, 플러그로부터 절연되어야 할 실질적인 부분이 비아(37) 내에 노출된 실리콘 기판(32) 

바닥이 아닌 실리콘 기판(37) 측벽이기 때문이다. 한편 칩 패드(31)의 상부 영역은 절연막(38)에 의해 덮여지지 않는

다.

비아(37)의 내벽에 절연막(38)을 형성하는 구체적인 방법으로는, 먼저 도 12a에 도시된 바와 같이, 웨이퍼 상부면(35

) 전체에 소정의 두께로 절연막으로 형 성될 절연층(38a)을 형성한다. 절연층(38a)으로는 웨이퍼 상부면(35)에 형성

된 칩 패드(31) 및 불활성층(33)에 대한 식각 선택비가 있는 물질을 사용하는 것이 바람직하다. 예컨대, 절연층(38a)

은 산화막, 질화막 또는 그 조합으로 이루어질 수 있다.

다음으로 도 12b에 도시된 바와 같이, 비아(38)를 포토레지스트(71)로 충진시키는 단계가 진행된다. 즉, 포토레지스

트(71)가 비아(38) 내에 충진되도록 웨이퍼 상부면(35) 전체에 포토레지스트(71)를 도포하여 소정의 두께로 형성한

다.

다음으로 도 12c에 도시된 바와 같이, 포토레지스트(71)를 에치백하는 단계가 진행된다. 즉, 웨이퍼 상부면(35)에 형

성된 절연층(38a)이 노출되도록 포토레지스트(71)를 에치백하여 비아(37) 내에만 포토레지스트(71)가 남도록 한다. 

비아(37) 내에 잔류하는 포토레지스트(71)는 다음에 진행될 절연층(38a)을 선별적으로 제거하는 공정에서 식각 마스

크(etching mask)로 사용된다.
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다음으로 도 12d에 도시된 바와 같이, 비아(37)에 충전된 포토레지스트(71)를 식각 마스크로 하여 웨이퍼 상부면(35)

에 형성된 절연층(38a)을 선별적으로 제거한다. 이때, 비아(37)에 충전된 포토레지스트(71)에 의해 비아(37) 내벽에 

형성된 절연층 즉, 절연막(38)은 제거되지 않는다.

마지막으로 도 12e에 도시된 바와 같이, 비아(37)에 충전된 포토레지스트를 제거함으로써, 비아(37) 내벽에 절연막(

38)을 얻을 수 있다.

다음으로 도 13에 도시된 바와 같이, 웨이퍼 배면(39)을 연마하는 단계가 진행된다. 즉, 제조될 칩 스케일 패키지의 

박형화를 구현하고, 웨이퍼 배면(39)을 통하여 비아(37)를 노출시키기 위해서 연마기(76)로 웨이퍼 배면(39)을 연마

한다. 예컨대, 8인치 웨이퍼의 경우 연마전 약 720㎛의 두께를 갖는데, 본 발명에 따른 배면 연마 공정을 통하여 약 8

0㎛ 두께의 웨이퍼로 형성하며, 반도체 칩의 구동에 무리가 없고 기술력이 허락한다면 더욱 얇게 가공하여도 무방하

다. 종래에는 반도체 칩의 강도를 유지하기 위해서 약 200㎛ 두께로 가공하였다. 이때, 웨이퍼 배면 공정에 형성되는 

비아는 80um보다는 깊게 형성하는 것이 바람직하며, 예컨대, 약 100㎛ 깊이로 형성하는 것이 바람직하다.

웨이퍼 배면(39) 연마 방법으로 연마기(76)를 이용하는 예를 개시하였지만, 화학적 물리적 연마 방법(Chemical Mec

hanical Polishing; CMP), 습식 식각 방법 또는 건식 식각 방법을 이용할 수도 있다.

다음으로 도 14에 도시된 바와 같이, 배선기판 원판(40)에 웨이퍼(30)를 부착하는 단계를 진행한다. 즉, 배선기판 원

판의 상부면(41)에 절연성 접착제(72)를 도포한 다음 배선기판 원판 상부면(41)에 웨이퍼 배면(39)을 부착한다. 이때

배선기판의 금속 범프(52)가 반도체 칩의 비아(37)에 삽입된다. 웨이퍼(30)에 배선기판 원판(40)을 부착함으로써, 얇

게 가공된 웨이퍼(30)의 강도를 보강할 수 있다. 예컨대 배선기판 원판(40)의 두께는 약 130㎛ 정도이다.

절연성 접착제(72)로는 에폭시 계열의 절연성 접착제 또는 접착 시트, 실리콘 계열의 절연성 접착제 또는 접착 시트가

사용될 수 있다.

다음으로 도 15에 도시된 바와 같이, 비아(37)가 형성된 칩 패드(31)와 비아(37)에 삽입된 금속 범프(52)를 전기적으

로 연결하도록 연결 범프(54)를 형성 하는 단계가 진행된다. 연결 범프(54)는 볼 배치(ball placement), 도금(plating)

, 스텐실 프린팅(stencil printing) 또는 메탈젯(metaljet) 방법으로 형성할 수 있으며, 본 발명의 실시예에서는 스텐실

프린팅법으로 형성하였다. 스텐실 프린팅법은 솔더 페이스트와 같은 금속 페이스트를 칩 패드(31)를 포함한 비아(37)

와 금속 범프(52) 사이에 충진시킨 다음 리플로우하여 칩 패드(31) 위에 반구형의 연결 범프(54)를 형성한다. 비아(3

7)에 충전된 금속 범프(52)와 연결 범프(54)가 플러그(50)를 형성한다.

한편 비아(37)에 금속 범프(52)가 안정적으로 삽입되고, 연결 범프(54)를 형성하는 성분이 비아(37)와 금속 범프(52)

사이에 잘 충진될 수 있도록, 비아(37)에 위치하는 배선기판의 금속 범프(52) 부분은 비아(37)의 내경보다는 작게 형

성하는 것이 바람직하다. 더욱 바람직하게는 금속 범프(52)는 기판 패드(45)에서 상부로 올라갈수록 단면적이 작아지

는 고깔 모양의 기둥 형상으로 형성하는 것이다.

그리고 금속 범프(52)는 연결 범프(54) 내부에 위치할 수 있는 높이로 형성된다. 본 발명의 실시예에서는 금속 범프(5

2)의 상단이 반도체 칩의 활성면(35)에 근접하게 형성된 예를 개시하였지만, 반도체 칩의 비아(37)의 안쪽에 위치할 

수 있는 높이를 갖거나, 반도체 칩의 활성면(35) 위로 돌출될 수 있는 높이를 갖게 형성할 수 있다.

또한 비아(37)의 깊이가 깊지 않고, 비아(37)에 금속 범프(52)가 삽입된 상태에서 연결 범프(54) 성분이 비아(37)에 

충전되어 플러그(50)를 형성하기 때문에, 비아(37) 내부에 충전되는 연결 범프(54) 내의 보이드 발생을 억제할 수 있

다.

마지막 단계로서 도 16에 도시된 바와 같이, 각각의 개별 칩 스케일 패키지(80)로 분리하는 단계가 수행된다. 즉, 절

단수단(78)으로 웨이퍼의 칩 절단 영역(36)을 따라서 웨이퍼(30)가 부착된 배선기판 원판(40)을 절단함으로 개별 칩 

스케일 패키지(80)가 얻어지게 된다.

도 17은 제 1 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(80) 4개를 적층하여 형성한 본 발명의 제 1 실시예에 따른 적층 패키

지(90)를 보여주는 단면도이다. 도 17을 참조하면, 제 1 실시예에 따른 적층 패키지(90)는 제 1 실시예에 따른 칩 스

케일 패키지(80) 4개가 3차원으로 적층된 구조를 갖는다. 즉, 상대적으로 아래에 위치하는 칩 스케일 패키지의 연결 

범프(54)에 상대적으로 위에 위치하는 칩 스케일 패키지의 접속 패드(47)가 접합되어 적층되고, 최하부에 위치하는 

칩 스케일 패키지의 접속 패드(47)에 외부접속단자용 접속 범프(60)가 형성된다. 접속 범프(60)로는 솔더 범프가 주

로 사용되며, 그외 금 범프, 니켈 범프와 같은 도전성 범프가 사용될 수 있다.

이때, 접속 범프(60)는 외부기기의 인쇄회로기판과 열팽창 계수가 비슷한 배선기판(44)에 접합된 구조를 갖기 때문에

, 외부기기의 인쇄회로기판에 대한 양호한 솔더 접합성을 확보할 수 있다. 즉 외부기기의 구동하는 과정에서 발생되는
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열에 의한 팽창 및 수축하는 작용이 인쇄회로기판과 배선기판(44)에서 비슷하게 일어나기 때문에, 배선기판(44)에 형

성된 접속 범프(60)가 받는 기계적인 스트레스를 최소화할 수 있어 양호한 솔더 접합성을 확보할 수 있다.

제 1 실시예에 따른 적층 패키지(90)에서는 제 1 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(80) 4개가 적층된 예를 개시하였지

만, 제 1 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(80) 2개 이상을 적층하여 적층 패키지를 구현할 수 있다.

한편 본 발명의 제 1 실시예에 따른 칩 스케일 패키지는 제 1 실시예에 따른 적층 패키지로 구현하기 위해서 접속 패

드에 접속 범프가 형성되지 않은 상태에서 개별 칩 스케일 패키지로 분리하였지만, 접속 패드에 접속 범프를 형성한 

이후에 개별 칩 스케일 패키지로 분리하여 사용할 수도 있다. 즉, 도 18에 도시된 바와 같은 제 2 실시예에 따른 칩 스

케일 패키지(180)로 구현할 수 있다. 도 18을 참조하면, 제 2 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(180)는 연결 범프(154

)를 포함한 반도체 칩의 활성면(135)이 수지 봉합부(174)에 의해 봉합되고, 접속 패드(147)에 외부접속단자용 접속 

범프(160)가 형성된 구조를 제외하면 제 1 실시예에 따른 칩 스케일 패키지와 동일한 구조를 갖는다.

이와 같은 구조를 갖는 제 2 실시예에 따른 칩 스케일 패키지의 제조 방법이 도 19 내지 도 21에 도시되어 있다. 도 1

9 내지 도 21을 참조하여 제 2 실시예에 따른 칩 스케일 패키지의 제조 방법을 설명하겠다. 한편, 도면을 통틀어 동일

한 도면 부호는 동일한 구성 요소를 나타낸다.

여기서, 제 2 실시예에 따른 칩 스케일 패키지의 제조 단계는 도 5 내지 도 15에 도시된 바와 같은 제조 단계가 먼저 

선행된다. 즉, 연결 범프(154)를 형성하는 공정까지는 제 1 실시예에 따른 칩 스케일 패키지의 제조 단계와 동일하게 

진행된다. 상기의 제조 단계에 대한 설명은 전술되었기 때문에, 연결 범프(154)를 형성한 이후의 단계부터 설명하겠

다.

도 19에 도시된 바와 같이, 수지 봉합부(174)를 형성하는 단계를 진행한다. 즉, 연결 범프(154)를 포함한 웨이퍼의 활

성면(135)을 보호하기 위해서 액상의 성형 수지를 제공하여 수지 봉합부(174)를 형성한다. 수지 봉합부(174)는 트랜

스퍼 몰딩(transfer molding) 방법, 인젝션 몰딩(injecting molding) 방법, 스크린 프린팅(screen printing) 방법 그리

고 디스펜싱(dispensing) 방법 중에서 선택하여 사용할 수 있다.

다음으로 도 20에 도시된 바와 같이, 접속 범프(160)를 형성하는 단계를 진행한다. 즉, 배선기판의 접속 패드(147)에 

접속 범프(160)를 형성한다. 접속 범프(160)로는 솔더 범프가 주로 사용되며, 그외 금 범프, 니켈 범프와 같은 도전성

범프가 사용될 수 있다. 접속 범프(160)는 볼 배치(ball placement), 도금(plating), 스텐실 프린팅(stencil printing) 

또는 메탈젯(metaljet) 방법으로 형성할 수 있다.

마지막 단계로서 도 21에 도시된 바와 같이, 각각의 개별 칩 스케일 패키지(180)로 분리하는 단계가 수행된다. 즉, 절

단수단(178)으로 배선기판 원판의 기판 절단 영역(146)을 따라서 웨이퍼(130)가 부착된 배선기판 원판(140)을 절단

함으로 개별 칩 스케일 패키지(180)가 얻어지게 된다.

한편, 제 2 실시예에 따른 제조 방법에 따른 설명에 있어서는 접속 범프(160)를 형성한 이후에 분리하는 단계를 진행

하는 것으로 설명하였지만, 접속 범프(160)를 형성하기 전에 분리하는 단계를 진행하여 개별 칩 스케일 패키지로 제

조할 수 있다. 후술되겠지만 접속 범프가 없는 제 2 실시예에 따른 칩 스케일 패 키지는 적층용으로 사용된다.

도 22는 제 2 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(180)와 제 1 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(80) 3개가 적층된 본 발

명의 제 2 실시예에 따른 적층 패키지(190)를 보여주는 단면도이다. 도 22를 참조하면, 제 2 실시예에 따른 적층 패키

지(190)는 제 1 실시예에 따른 적층 패키지에서 최상부의 칩 스케일 패키지로 제 2 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(

180)가 적층된 구조와 동일한 구조를 가지며, 적층 방법은 제 1 실시예에 따른 적층 패키지의 적층 방법과 동일하다. 

그리고 최하부에 위치하는 제 1 실시예에 따른 칩 스케일 패키지의 접속 패드(47)에 외부접속단자용 접속 범프(60)가

형성된다. 이때 적층된 제 1 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(80)들 상부의 연결 범프(54)에 제 2 실시예에 따른 칩 

스케일 패키지의 접속 패드(147)가 접합될 수 있도록, 제 2 실시예에 따른 칩 스케일 패키지의 접속 패드(147)에는 

접속 범프가 형성되어 있지 않다. 즉, 제 1 실시예에 따른 적층 패키지에서 최상부의 칩 스케일 패키지로 제 2 실시예

에 따른 칩 스케일 패키지(180)가 적층된 구조와 동일한 구조를 갖는다.

제 2 실시예에 따른 적층 패키지(190)의 적층 방법으로 제 1 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(80)를 적층한 후 제 2 

실시예에 따른 칩 스케일 패키지(180)를 적층하는 방법을 개시하였지만, 제 2 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(180) 

위에 제 1 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(80)를 차례로 적층할 수 있도 있다. 즉, 제 2 실시예에 따른 칩 스케일 패

키지의 접속 패드(147)가 위를 향하도록 배치된 상태에서, 제 1 실시예에 따른 칩 스케일 패키지의 연결 범프(54)가 

제 2 실시예에 따 른 칩 스케일 패키지의 접속 패드(147)에 접합되고, 제 1 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(80)들의 

적층은 제 1 실시예에 따른 적층 패키지와 동일한 구조로 적층된다. 그리고 최상부에 위치하는 제 1 실시예에 따른 칩

스케일 패키지의 접속 패드(47)에 외부접속단자용 접속 범프(60)가 형성된다.
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제 2 실시예에 따른 적층 패키지(190)는 외부기기 실장시 최상부에 제 2 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(180)가 위

치하기 때문에, 외부기기 실장시 수지 봉합부(174)가 형성된 제 2 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(180)가 외부로 노

출되어 외부기기에 실장된 적층 패키지(190)의 전기적 쇼트 등에 의한 손상을 방지할 수 있다.

한편, 제 2 실시예에 따른 적층 패키지(190)는 제 2 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(180) 위에 제 1 실시예에 따른 

칩 스케일 패키(80)지 3개가 적층된 예를 개시하였지만, 제 2 실시예에 따른 칩 스케일 패키지 위에 제 1 실시예에 따

른 칩 스케일 패키지 1개 이상을 적층하여 적층 패키지를 구현할 수 있다.

그리고 제 2 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(180)는 동일한 반도체 칩(134)을 갖는 칩 스케일 패키지(180)를 상하로

적층하기 위해서, 칩 패드(131) 위에 형성된 연결 범프(154)에 대응되는 위치에 접속 패드(147)가 형성된 배선기판(

144)을 사용하였지만, 칩 패드의 재배선을 위한 접속 패드가 형성된 배선기판을 사용하여 칩 스케일 패키지를 구현할

수도 있다.

도 23은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(280)를 보여주는 단면도이다. 도 23을 참조하면, 제 3 실시

예에 따른 칩 스케일 패키지(280)는 웨 이퍼 배면 연마 공정을 통하여 박형화된 반도체 칩의 배면(239)에 배선기판(2

44)이 접합되고, 반도체 칩의 칩 패드(231)를 관통하여 형성된 비아(237)에 충전된 플러그(250)를 통하여 칩 패드(2

31)와 배선기판(244)이 전기적으로 연결된 구조를 갖는다.

이때 플러그(250)는 비아(237)에 충전되어 반도체 칩의 칩 패드(231)와 전기적으로 연결된다. 플러그(250)는 통상적

인 솔더 볼 또는 범프 형성 방법으로 형성되며, 예컨대 스크린 프린팅법으로 형성한다. 플러그(250)가 충전되는 비아(

237)의 깊이가 종래에 비하여 깊지 않기 때문에, 통상적인 방법으로 플러그(250)를 형성하더라도, 플러그(250) 내에 

보이드가 발생되는 것을 억제할 수 있다. 그리고 반도체 칩의 칩 패드(231)를 둘러싸는 플러그(250)의 상단부를 반도

체 칩의 칩 패드(231) 상부로 소정의 높이를 갖는 반구형으로 형성하여 적층용 단자로 사용한다. 즉, 플러그(250)의 

상단부는 제 1 실시예에 따른 플러그의 연결 범프의 역할을 한다.

반도체 칩의 배면으로 노출된 플러그(250)는 배선기판(244)은 배선기판의 기판 패드(245)에 접합되어 전기적으로 

연결된다. 이때 접속 패드(247)는 제 3 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(280)들을 적층할 수 있도록, 칩 스케일 패키

지의 칩 패드(231)와 동일한 위치에 형성된다. 하지만 접속 패드(247)는 반도체 칩의 칩 패드(231)의 재배선에 따른 

외부접속단자가 형성될 수 있는 볼 패드로 형성할 수도 있다.

그리고 절연성 접착제(272)를 개재하여 반도체 칩의 배면(239)과 배선기판의 상부면(241)을 접착한다.

도 24는 제 3 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(280) 4개를 적층하여 형성한 본 발명의 제 3 실시예에 따른 적층 패키

지(290)를 보여주는 단면도이다. 도 24를 참조하면, 제 3 실시예에 따른 적층 패키지(290)는 제 3 실시예에 따른 칩 

스케일 패키지(280) 4개가 3차원으로 적층된 구조를 갖는다. 즉, 상대적으로 아래에 위치하는 칩 스케일 패키지의 플

러그(250) 상단부에 상대적으로 위에 위치하는 칩 스케일 패키지의 접속 패드(247)가 접합되며, 최하부에 위치하는 

칩 스케일 패키지의 접속 패드(247)에 외부접속단자용 접속 범프(260)가 형성된 구조를 갖는다.

한편 제 3 실시예에 따른 적층 패키지(290)는 제 1 실시예에 따른 적층 패키지와 동일한 효과를 달성할 수 있음은 물

론이다.

그리고 제 3 실시예에 따른 적층 패키지(290)에서는 제 3 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(280) 4개가 적층된 예를 

개시하였지만, 제 3 실시예에 따른 칩 스케일 패키지 2개 이상을 적층하여 적층 패키지를 구현할 수도 있다.

도 25는 본 발명의 제 4 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(380)를 보여주는 단면도이다. 도 25를 참조하면, 제 4 실시

예에 따른 칩 스케일 패키지(380)는 플러그(350)를 포함한 반도체 칩의 활성면(335)이 수지 봉합부(374)에 의해 봉

합되고, 접속 패드(347)에 외부접속단자용 접속 범프(360)가 형성된 구조를 제외하면 제 3 실시예에 따른 칩 스케일 

패키지와 동일한 구조를 갖는다. 물론, 제 2 실시예에 따른 칩 스케일 패키지 및 적층 패키지에서도 언급한 바와 같이,

적층용으로 사용할 경우 접속 범프가 없는 상태로 사용할 수 있다.

도 26은 제 4 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(380)와 제 3 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(280) 3개가 적층된 제 4

실시예에 따른 적층 패키지(390)를 보여주는 단면도이다. 도 26을 참조하면, 제 4 실시예에 따른 적층 패키지(390)는

제 3 실시예에 따른 적층 패키지에서 최상부의 칩 스케일 패키지로 제 4 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(380)가 적

층된 구조와 동일한 구조를 갖는다. 그리고 최하부에 위치하는 제 3 실시예에 따른 칩 스케일 패키지의 접속 패드(24

7)에 외부접속단자용 접속 범프(260)가 형성된다.

제 4 실시예에 따른 적층 패키지(390)는 제 2 실시예에 따른 적층 패키지와 동일한 효과를 달성할 수 있기 때문에, 상

세한 설명은 생략한다.
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도 27은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(480)를 보여주는 단면도이다. 도 27일 참조하면, 본 발명의 

제 5 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(480)는 배선기판의 기판 패드(445)에 솔더 범프를 형성하는 대신에 이방성 전

도 필름(452)을 사용하여 반도체 칩의 배면(439)과 배선기판의 상부면(441)을 접합한 구성을 제외하면 제 3 실시예

에 따른 칩 스케일 패키지와 동일한 구조를 갖는다. 즉 이방성 전도 필름(452)에 의해 반도체 칩의 배면(439)으로 노

출된 플러그(450)와 배선기판의 기판 패드(445)가 전기적으로 연결된다.

도 28은 제 5 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(480) 4개를 적층하여 형성한 본 발명의 제 5 실시예에 따른 적층 패키

지(490)를 보여주는 단면도이다. 도 28을 참조하면, 제 5 실시예에 따른 적층 패키지(490)는 제 5 실시예에 따른 칩 

스케일 패키지(480) 4개가 3차원으로 적층된 구조를 갖는다.

한편 제 5 실시예에 따른 적층 패키지(490)는 제 3 실시예에 따른 적층 패키지와 동일한 효과를 달성할 수 있으며, 그

에 대한 상세한 설명은 생략한다.

도 29는 본 발명의 제 6 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(580)를 보여주는 단면도이다. 도 29를 참조하면, 제 6 실시

예에 따른 칩 스케일 패키지(580)는 반도체 칩의 활성면(535)이 수지 봉합부(574)에 의해 봉합되고, 접속 패드(547)

에 외부접속단자용 접속 범프(560)가 형성된 구조를 제외하면 제 5 실시예에 따른 칩 스케일 패키지와 동일한 구조를

갖는다. 물론, 제 2 실시예에 따른 칩 스케일 패키지 및 적층 패키지에서도 언급한 바와 같이, 적층용으로 사용할 경우

접속 범프가 없는 상태로 사용할 수 있다.

도 30은 제 6 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(580)와 제 5 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(480) 3개가 적층된 제 6

실시예에 따른 적층 패키지(590)를 보여주는 단면도이다. 도 30을 참조하면, 제 6 실시예에 따른 적층 패키지(590)는

제 5 실시예에 따른 적층 패키지의 최상부에 제 6 실시예에 따른 칩 스케일 패키지(580)가 적층된 구조를 갖는다. 그

리고 최하부에 위치하는 제 5 실시예에 따른 칩 스케일 패키지의 접속 패드(447)에 외부접속단자용 접속 범프(460)

가 형성된다.

제 6 실시예에 따른 적층 패키지(590)는 제 2 실시예에 따른 적층 패키지에 언급된 효과와 동일한 효과를 달성할 수 

있음을 당업자라면 용이하게 알 수 있기 때문에, 상세한 설명은 생략한다.

도 31은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 적층 패키지(80) 4개가 재배선기판(640)에 적층된 본 발명의 제 7 실시예에 

따른 적층 패키지(690)를 보여주는 단면도이다. 즉, 도 31을 참조하면, 제 7 실시예에 따른 적층 패키지(690)는 제 1 

실시예에 따른 칩 스케일 패키지(80) 4개가 3차원으로 재배선기판(640) 위에 적층된 구조를 갖는다. 즉, 상대적으로 

아래에 위치하는 칩 스케일 패키지의 접속 패드(47)에 상대적으로 위에 위치하는 칩 스케일 패키지의 연결 범프(54)

가 접합되어 적층되고, 최하부에 위치하는 칩 스케일 패키지의 연결 범프(54)에 재배선기판(644)이 접합되고, 재배선

기판의 하부면(643)에 외부접속단자용 접속 범프(660)가 형성된 구조를 갖는다. 이때 제 1 실시예에 따른 적층 패키

지의 경우는 최상부에 위치하는 칩 스케일 패키지의 연결 범프가 노출되었지만, 제 7 실시예에 따른 적층 패키지(690

)는 최상부에 위치하는 칩 스케일 패키지의 배선기판(44)이 노출된다.

재배선기판(640)은 기판 몸체(642)와, 기판 몸체의 상부면(641)과 하부면(643)에 형성된 재배선 패턴(648)을 포함

한다. 재배선 패턴(648)은 최하부의 연결 범프(54) 대응되게 기판 몸체의 상부면(641)에 형성된 기판 패드(645)를 갖

는 상부 재배선 패턴과, 기판 몸체의 하부면(643)에 형성되며 기판 패드(645)와 전기적으로 연결되어 칩 패드(31)를 

재배치하는 접속 패드(647)를 갖는 하부 재배선 패턴을 포함하며, 상부 재배선 패턴과 하부 재배선 패턴은 기판 몸체(

642)를 관통하여 형성되는 신호용 비아(a) 또는 기판 몸체 내에 형성된 내부 배선 패턴을 통하여 전기적으로 연결된

다. 그리고 기판 패드(645)와 접속 패드(647)를 제외한 기판 몸체의 상부면(641)과 하부면(643)은 솔더 레지스트 층(

b)으로 덮여진다.

한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예들은 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것에 지나지 않으며, 본 

발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시예들 이외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 

다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 

예컨대, 도 31에서는 제 1 실시예에 따른 칩 스케일 패키지 4개에 재배선기판에 적층하여 적층 패키지를 구현한 예를

개시하였지만, 제 3 실시예, 5실시예에 따른 칩 스케일 패키지들을 재배선기판에 적층하여 적층 패키지로 구현할 수 

있음은 물론이다.

발명의 효과

따라서, 본 발명의 구조를 따르면 반도체 칩의 칩 패드를 관통하여 비아를 형성하고, 비아에 플러그를 형성하여 반도

체 칩의 칩 패드와 전기적으로 연결하고, 반도체 칩의 배면에 반도체 칩의 배면으로 노출된 플러그에 배선기판을 접

합하고, 배선기판에 외부접속단자를 형성함으로써, 외부기기의 인쇄회로기판에 대한 양호한 솔더 접합성을 확보할 수
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있다.

반도체 칩의 배면에 배선기판이 접합된 구조를 갖기 때문에, 반도체 칩의 두께를 최소화하면서 칩 스케일 패키지의 

강도를 유지할 수 있다. 더불어 반도체 칩의 두께를 박형화할 수 있기 때문에, 반도체 칩을 관통하여 형성되는 비아의 

깊이를 줄여 비아에 충전되는 플러그 내의 보이드 발생을 억제할 수 있다.

그리고 칩 스케일 패키지의 적층은 칩 스케일 패키지의 상부면에 노출된 플러그와, 칩 스케일 패키지의 하부면에 형

성된 접속 범프를 서로 대응되게 적층함으 로써 구현할 수 있다.

또한 재배선기판 위에 칩 스케일 패키지들을 적층하여 적층 패키지를 구현함으로써, 적층된 칩 스케일 패키지들의 일

렬로 연결된 칩 패드의 재배열이 가능하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지로서,

다수개의 칩 패드가 형성되는 활성면과, 상기 활성면에 반대되는 배면을 갖는 반도체 칩으로, 상기 칩 패드를 관통하

여 비아가 형성되고, 상기 비아의 내측면에 절연막이 형성된 반도체 칩과;

상기 비아의 내부에 충전되어 상기 칩 패드와 전기적으로 연결하는 플러그와;

상기 반도체 칩의 배면에 접합되는 배선기판으로, 상부면에 상기 반도체 칩의 배면으로 노출된 상기 플러그와 전기적

으로 연결되는 기판 패드가 형성되고, 상기 상부면에 반대되는 하부면에 상기 기판 패드와 전기적으로 연결된 접속 

패드가 형성된 배선기판;을 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지.

청구항 2.
제 1항에 있어서, 상기 플러그는,

상기 기판 패드의 상부면에 소정의 높이로 형성되며, 상기 반도체 칩의 배면을 통하여 상기 반도체 칩의 비아에 삽입

되는 금속 범프와;

상기 반도체 칩의 활성면을 통하여 상기 비아에 충전되어 상기 칩 패드와 상기 금속 범프를 전기적으로 연결하는 연

결 범프;를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지.

청구항 3.
제 2항에 있어서, 상기 배선기판의 상부면과 상기 반도체 칩의 배면을 접착시키는 절연성 접착제;를 더 포함하는 것을

특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지.

청구항 4.
제 3항에 있어서, 상기 절연성 접착제는 에폭시 또는 실리콘 계열의 절연성 접착제, 절연성 접착 시트 중의 어느 하나 

인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지.

청구항 5.
제 2항에 있어서, 상기 배선기판은,

상기 반도체 칩의 비아에 대응되게 접속 구멍이 형성된 절연성의 기판 몸체와;

상기 반도체 칩의 배면과 마주보는 상기 기판 몸체의 상부면에 형성된 배선 패턴으로, 상기 접속 구멍을 덮는 기판 패

드를 갖는 배선 패턴;을 포함하며,

상기 기판 몸체의 하부면의 접속 구멍으로 노출된 기판 패드의 면이 상기 접속 패드로 사용되는 것을 특징으로 하는 

웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지.

청구항 6.
제 2항에 있어서, 상기 배선기판은,
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상부면과, 상기 상부면에 반대되는 하부면을 갖는 절연성의 기판 몸체와;

상기 기판 몸체에 형성된 적어도 두 층 이상의 배선 패턴으로, 상기 반도체 칩의 배면과 마주보는 상기 기판 몸체의 

상부면에 형성되며 상기 비아에 대응되게 형성된 기판 패드를 갖는 상부 배선 패턴과, 상기 기판 몸체의 하부면에 형

성되며 상기 기판 패드와 전기적으로 연결된 상기 접속 패드를 갖는 하부 배선 패턴을 갖는 배선 패턴;을 포함하는 것

을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지.

청구항 7.
제 5항 또는 제 6항에 있어서, 상기 배선기판은 테이프 배선기판 또는 인쇄회로기판인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레

벨 칩 스케일 패키지.

청구항 8.
제 2항에 있어서, 상기 금속 범프는 상기 연결 범프 내부에 위치할 수 있는 높이를 갖는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 

레벨 칩 스케일 패키지.

청구항 9.
제 8항에 있어서, 상기 비아의 내부에 위치하는 상기 금속 범프 부분은 상기 비아 내측면의 절연막에서 이격되게 위

치하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지.

청구항 10.
제 9항에 있어서, 상기 금속 범프는 상기 기판 패드에서 상부로 올라갈수록 작아지는 기둥 형상을 갖는 것을 특징으로

하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지.

청구항 11.
제 10항에 있어서, 상기 금속 범프는 구리 소재의 스터드(stud) 범프인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패

키지.

청구항 12.
제 2항에 있어서, 상기 연결 범프를 포함한 상기 반도체 칩의 활성면을 보호하기 위하여 형성된 수지 봉합부를 더 포

함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지.

청구항 13.
제 2항에 있어서, 상기 접속 패드의 위치는 상기 칩 패드의 위치와 동일한 위치에 형성된 것을 특징으로 하는 웨이퍼 

레벨 칩 스케일 패키지.

청구항 14.
제 1항에 있어서, 상기 접속 패드에 형성된 외부접속단자용 접속 범프;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레

벨 칩 스케일 패키지.

청구항 15.
제 1항에 있어서, 상기 비아는 상기 칩 패드 영역 안에 형성되는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지.

청구항 16.
제 1항에 있어서, 상기 접속 범프는 금 범프, 솔더 범프, 니켈 범프 중의 어느 하나인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 

칩 스케일 패키지.

청구항 17.
제 1항에 있어서, 상기 반도체 칩의 배면으로 노출된 상기 플러그가 직접 상기 배선기판의 기판 패드에 접합되어 전

기적으로 연결되며,

상기 반도체 칩의 활성면으로 노출된 상기 플러그의 상단부는 상기 칩 패드를 덮는 반구형으로 형성된 것을 특징으로

하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지.

청구항 18.
제 17항에 있어서, 상기 접속 패드에 형성된 외부접속단자용 접속 범프;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레

벨 칩 스케일 패키지.



공개특허 10-2004-0083796

- 15 -

청구항 19.
제 17항에 있어서, 상기 접속 패드의 위치는 상기 칩 패드의 위치와 동일한 위치에 형성된 것을 특징으로 하는 웨이퍼

레벨 칩 스케일 패키지.

청구항 20.
제 1항에 있어서, 상기 배선기판의 상부면에 상기 반도체 칩의 배면을 접착시키면서 상기 반도체 칩 배면의 플러그와

상기 배선기판의 접속 패드를 전기적으로 연결하는 이방성 도전 필름;을 더 포함하며,

상기 반도체 칩의 활성면으로 노출된 상기 플러그의 상단부는 상기 칩 패드를 덮는 반구형으로 형성된 것을 특징으로

하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지.

청구항 21.
제 20항에 있어서, 상기 접속 패드에 형성된 외부접속단자용 접속 범프;를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 

칩 스케일 패키지.

청구항 22.
제 20항에 있어서, 상기 접속 패드의 위치는 상기 칩 패드의 위치와 동일한 위치에 형성된 것을 특징으로 하는 웨이퍼

레벨 칩 스케일 패키지.

청구항 23.
상기 제 13항에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지들이 적어도 2개 이상 적 층된 적층 패키지로서,

상대적으로 아래에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 연결 범프에 상대적으로 위에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지

의 접속 패드가 접합되어 적층되고,

최하부에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 접속 패드에 외부접속단자용 접속 범프가 형성된 것을 특징으로 하는 웨

이퍼 레벨 칩 스케일 패키지가 적층된 적층 패키지.

청구항 24.
제 23항에 있어서, 최상부에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지는 상기 연결 범프를 포함한 상기 반도체 칩의 활성면을 

봉합하는 수지 봉합부가 형성된 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지가 적층된 적층 패키지.

청구항 25.
상기 제 13항에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지들이 적어도 2개 이상 재배선기판에 적층된 적층 패키지로서,

상대적으로 아래에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 접속 패드에 상대적으로 위에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지

의 연결 범프가 접합되어 적층되고,

상기 재배선기판 위에 최하부에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 연결 범프가 접합되고,

상기 재배선기판의 하부면에 외부접속단자용 접속 범프가 형성된 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지

가 적층된 적층 패키지.

청구항 26.
제 25항에 있어서, 상기 재배선기판은,

상부면에 형성되며, 최하부에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 연결 범프가 접합되는 기판 패드와;

상기 상부면에 반대되는 하부면에 형성되어 상기 기판 패드와 전기적으로 연결되어 적층된 상기 칩 스케일 패키지들

의 칩 패드를 재배치하며, 상기 접속 범프가 접합되는 접속 패드;를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스

케일 패키지가 적층된 적층 패키지.

청구항 27.
상기 제 19항에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지들이 적어도 2개 이상 적층된 적층 패키지로서,

상대적으로 아래에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 플러그의 상단부에 상대적으로 위에 위치하는 상기 칩 스케일 

패키지의 접속 패드가 접합되어 적층되고,
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최하부에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 접속 패드에 외부접속단자용 접속 범프가 형성된 것을 특징으로 하는 웨

이퍼 레벨 칩 스케일 패키지가 적층된 적층 패키지.

청구항 28.
제 27항에 있어서, 최상부에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지는 상기 반도체 칩의 활성면을 봉합하는 수지 봉합부가 

형성된 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지가 적층된 적층 패키지.

청구항 29.
상기 제 19항에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지들이 적어도 2개 이상 재배선기판에 적층된 적층 패키지로서,

상대적으로 아래에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 접속 패드에 상대적으로 위에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지

의 연결 범프가 접합되어 적층되고,

상기 재배선기판 위에 최하부에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 연결 범프가 접합되고,

상기 재배선기판의 하부면에 외부접속단자용 접속 범프가 형성된 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지

가 적층된 적층 패키지.

청구항 30.
제 29항에 있어서, 상기 재배선기판은,

상부면에 형성되며, 최하부에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 연결 범프가 접합되는 기판 패드와;

상기 상부면에 반대되는 하부면에 형성되어 상기 기판 패드와 전기적으로 연결되어 적층된 상기 칩 스케일 패키지들

의 칩 패드를 재배치하며, 상기 접속 범프가 접합되는 접속 패드;를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스

케일 패키지가 적층된 적층 패키지.

청구항 31.
상기 제 22항에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지들이 적어도 2개 이상 적층된 적층 패키지로서,

상대적으로 아래에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 플러그의 상단부에 상 대적으로 위에 위치하는 상기 칩 스케일

패키지의 접속 패드가 접합되어 적층되고,

최하부에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 접속 패드에 외부접속단자용 접속 범프가 형성된 것을 특징으로 하는 웨

이퍼 레벨 칩 스케일 패키지가 적층된 적층 패키지.

청구항 32.
제 31항에 있어서, 최상부에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지는 상기 반도체 칩의 활성면을 봉합하는 수지 봉합부가 

형성된 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지가 적층된 적층 패키지.

청구항 33.
상기 제 22항에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지들이 적어도 2개 이상 재배선기판에 적층된 적층 패키지로서,

상대적으로 아래에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 접속 패드에 상대적으로 위에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지

의 연결 범프가 접합되어 적층되고,

상기 재배선기판 위에 최하부에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 연결 범프가 접합되고,

상기 재배선기판의 하부면에 외부접속단자용 접속 범프가 형성된 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지

가 적층된 적층 패키지.

청구항 34.
제 33항에 있어서, 상기 재배선기판은,

상부면에 형성되며, 최하부에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 연결 범프 가 접합되는 기판 패드와;



공개특허 10-2004-0083796

- 17 -

상기 상부면에 반대되는 하부면에 형성되어 상기 기판 패드와 전기적으로 연결되어 적층된 상기 칩 스케일 패키지들

의 칩 패드를 재배치하며, 상기 접속 범프가 접합되는 접속 패드;를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스

케일 패키지가 적층된 적층 패키지.

청구항 35.
웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지의 제조 방법으로,

(a) 활성면과, 상기 활성면에 반대되는 배면을 가지며, 상기 활성면에 다수개의 칩 패드가 형성된 반도체 칩들과, 상기

반도체 칩들을 구분하는 웨이퍼 절단 영역이 형성된 웨이퍼와,

웨이퍼에 대응되는 원판 형태로, 상기 웨이퍼에 형성된 반도체 칩에 대응되는 배선기판과, 상기 배선기판을 구분하는

기판 절단 영역이 형성된 배선기판 원판으로, 상기 배선기판에는 상부면에 상기 반도체 칩의 칩 패드에 형성될 비아

에 대응되게 기판 패드에 소정의 높이로 금속 범프가 형성되어 있고, 상기 상부면에 반대되는 하부면에 상기 금속 범

프와 전기적으로 연결된 접속 패드가 형성된 배선기판 원판을 준비하는 단계와;

(b) 상기 칩 패드에 소정의 깊이로 비아를 형성하는 단계와;

(c) 상기 비아의 내벽에 절연막을 형성하는 단계와;

(d) 상기 웨이퍼의 배면을 연마하여 상기 비아를 상기 웨이퍼의 배면쪽으로 노출시키는 단계와;

(e) 상기 배선기판 원판의 상부면에 절연성 접착제를 개재하여 상기 배선기판의 금속 범프가 상기 반도체 칩의 배면

을 통하여 상기 반도체 칩의 비아에 삽입되게 상기 반도체 칩의 배면을 상기 배선기판 원판의 상부면에 접착하는 단

계와;

(f) 상기 웨이퍼의 활성면을 통하여 상기 비아에 충전되어 상기 비아에 삽입된 금속 범프와 상기 칩 패드를 전기적으

로 연결하는 연결 범프를 형성하는 단계와;

(g) 상기 웨이퍼가 접합된 상기 배선기판 원판을 절단하여 개별 칩 스케일 패키지로 분리하는 단계;를 포함하는 것을 

특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지의 제조 방법.

청구항 36.
제 35항에 있어서, 상기 (a) 단계의 배선기판 원판은,

상부면과, 상기 상부면에 반대되는 하부면을 가지며, 상기 반도체 칩의 비아에 대응되게 접속 구멍이 형성되고, 상기 

하부면에 상기 패키지 영역을 구분하는 상기 기판 절단 영역이 형성된 절연성의 기판 몸체와,

상기 반도체 칩의 배면과 마주보는 상기 기판 몸체의 상부면에 형성된 배선 패턴으로, 상기 접속 구멍을 덮는 기판 패

드를 갖는 배선 패턴을 포함하며,

상기 기판 몸체의 하부면을 통하여 상기 접속 구멍으로 노출된 기판 패드의 면이 상기 접속 패드로 사용되는 것을 특

징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지의 제조 방법.

청구항 37.
제 35항에 있어서, 상기 (a) 단계의 배선기판 원판은,

상부면과, 상기 상부면에 반대되는 하부면과, 상기 하부면에 상기 패키지 영역을 구분하는 상기 기판 절단 영역이 형

성된 절연성의 기판 몸체와,

상기 기판 몸체에 형성된 적어도 두 층 이상의 배선 패턴으로, 상기 반도체 칩의 배면과 마주보는 상기 기판 몸체의 

상부면에 형성되며 상기 비아에 대응되게 형성된 기판 패드를 갖는 상부 배선 패턴과, 상기 기판 몸체의 하부면에 형

성되며 상기 기판 패드와 전기적으로 연결된 상기 접속 패드를 갖는 하부 배선 패턴을 갖는 배선 패턴을 포함하는 것

을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지의 제조 방법.

청구항 38.
제 36항 또는 제 37항에 있어서, 상기 배선기판 원판은 테이프 배선기판 또는 인쇄회로기판인 것을 특징으로 하는 웨

이퍼 레벨 칩 스케일 패키지의 제조 방법.
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청구항 39.
제 36항 또는 제 37항에 있어서, 상기 접속 패드의 위치는 상기 칩 패드의 위치와 동일한 위치에 형성된 것을 특징으

로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지의 제조 방법.

청구항 40.
제 35항에 있어서, 상기 (b) 단계에서, 상기 칩 패드 영역 안에 상기 비아를 형성하는 것을 특징으로 웨이퍼 레벨 칩 

스케일 패키지 제조 방법.

청구항 41.
제 35항에 있어서, 상기 (b) 단계에서 상기 비아를 형성하는 방법은 레이져 드릴링 방법, 습식 식각 방법 그리고 건신 

식각 방법으로 구성된 그룹으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지 제조 방법.

청구항 42.
제 35항에 있어서, 상기 금속 범프는 상기 연결 범프 내부에 위치할 수 있는 높이를 갖는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 

레벨 칩 스케일 패키지의 제조 방법.

청구항 43.
제 42항에 있어서, 상기 비아의 내부에 위치하는 상기 금속 범프 부분은 상기 비아 내측면의 절연막에서 이격되게 위

치하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지의 제조 방법.

청구항 44.
제 43항에 있어서, 상기 금속 범프는 상기 범프 패드에서 상부로 올라갈수록 작아지는 기둥 형상을 갖는 것을 특징으

로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지의 제조 방법.

청구항 45.
제 35항에 있어서, 상기 (e) 단계의 상기 절연성 접착제는 에폭시 또는 실리콘 계열의 절연성 접착제, 절연성 접착 시

트 중의 어느 하나인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지의 제조 방법.

청구항 46.
제 35항에 있어서, 상기 (f) 단계의 연결 범프는 금속 페이스트를 이용한 스크린 프린트법 또는 솔더 볼을 이용한 볼 

마운팅법으로 형성하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지의 제조 방법.

청구항 47.
제 35항에 있어서, 상기 (g) 단계는 상기 웨이퍼의 칩 절단 영역을 따라서 상기 웨이퍼가 접합된 상기 배선기판 원판

을 절단하여 개별 칩 스케일 패키지로 분리하는 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지의 제조 방법.

청구항 48.
제 35항에 있어서, 상기 (f) 단계와 상기 (g) 단계 사이에, 상기 연결 범프를 포함한 상기 반도체 칩의 활성면을 보호

하기 위하여 형성된 수지 봉합부를 형성하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지

의 제조 방법.

청구항 49.
제 48항에 있어서, 상기 수지 봉합부를 형성하는 단계 이후에, 상기 접속 패드에 형성된 외부접속단자용 접속 범프를 

형성하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지의 제조 방법.

청구항 50.
제 49항에 있어서, 상기 접속 범프는 금 범프, 솔더 범프, 니켈 범프 중의 어느 하나인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레

벨 칩 스케일 패키지의 제조 방법.

청구항 51.
제 49항에 있어서, 상기 (g) 단계는 상기 배선기판 원판의 기판 절단 영역을 따라서 상기 웨이퍼가 접합된 상기 배선

기판 원판을 절단하여 개별 칩 스케일 패키지로 분리하는 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지의 제조 방법.

청구항 52.
상기 제 35항에 따른 제조 방법으로 제조된 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지들을 적어도 2개 이상 적층한 적층 패키지

의 제조 방법으로,
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상대적으로 아래에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 연결 범프에 상대적으로 위에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지

의 접속 패드를 접합하여 적층하는 단계와;

최하부에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 접속 패드에 외부접속단자용 접속 범프를 형성하는 단계;를 포함하는 것

을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지가 적층된 적층 패키지의 제조 방법.

청구항 53.
제 52항에 있어서, 최상부에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지는 상기 연결 범프를 포함한 상기 반도체 칩의 활성면을 

봉합하는 수지 봉합부가 형성된 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지가 적층된 적층 패키지의 제조 방

법.

청구항 54.
상기 제 35항에 따른 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지들이 적어도 2개 이상 재배선기판에 적층한 적층 패키지 제조 방

법으로,

상대적으로 아래에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 접속 패드에 상대적으 로 위에 위치하는 상기 칩 스케일 패키

지의 연결 범프를 접합하여 적층하는 단계와;

상기 재배선기판 위에 최하부에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 연결 범프를 접합하는 단계와;

상기 재배선기판의 하부면에 외부접속단자용 접속 범프를 형성하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레

벨 칩 스케일 패키지가 적층된 적층 패키지의 제조 방법.

청구항 55.
제 54항에 있어서, 상기 재배선기판은,

상부면에 형성되며, 최하부에 위치하는 상기 칩 스케일 패키지의 연결 범프가 접합되는 기판 패드와;

상기 상부면에 반대되는 하부면에 형성되어 상기 기판 패드와 전기적으로 연결되어 적층된 상기 칩 스케일 패키지들

의 칩 패드를 재배치하며, 상기 접속 범프가 접합되는 접속 패드;를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 칩 스

케일 패키지가 적층된 적층 패키지의 제조 방법.
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